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１、 はじめに 

ZnO は 3.37 eV のバンドギャップエネルギーをもつ

II-VI族化合物ワイドギャップ半導体であり、60 meV の

大きな励起子束縛エネルギーをもつ。さらに ZnO ナノ

構造体は優れた結晶性を持つことから、励起された ZnO

ナノ構造体からの紫外域におけるレーザー発振が数多

く報告されている [1]。一方、ZnO ナノ構造体をデバイ

スに応用するためには成長位置を制御する必要がある。

一般的に成長位置制御にはリソグラフィ技術 [2]などが

用いられるが、触媒が必要で工程も煩雑であるという欠

点を持つ。それに対し本研究では、干渉レーザーを ZnO

バッファ層に照射することで、成長位置を制御した ZnO

ナノウォールアレイを作製することに成功した。また作

製した ZnO ナノウォールの紫外域における発振特性に

関しても調査を行った。 

２、 実験内容 

Pulsed laser deposition (PLD)法を用いて a-cutサファイ

ア上に ZnO バッファ層を作製し、バッファ層に干渉レ

ーザーを照射することで ZnO バッファ層をパターン加

工した。このパターン加工されたバッファ層上に

Nanoparticle assisted PLD (NAPLD)法を用いて ZnOナノ

ウォールを作製した。干渉レーザーによって加工された

ZnO バッファ層と、その上に作製した ZnO ナノウォー

ルの走査型電子顕微鏡（SEM）画像をそれぞれ Fig.1(a), 

(b)に示す。この ZnO ナノウォールを Nd:YAG レーザー

第三高調波（λ = 355 nm）で励起することで ZnOナノウ

ォールの紫外域発振特性を調査した。 

 

Fig. 1 SEM images of (a) the patterned ZnO buffer layer, and (b) the 

ZnO nanowalls grown on the patterned ZnO buffer layer. 

３、 結果・考察 

発振している ZnO ナノウォールの CCD 画像および

ZnOナノウォールの発振スペクトルを Fig. 2 に示す。お

よそ 1150 kW/cm2以上の励起強度でモード構造を持つ発

振スペクトルが確認された。ウォール壁面での反射によ

り閉経路が構成されているが，ウォール高さが不均一な

ためにランダムレーザー発振していると考えられる．

ZnO バッファ層から光が漏れているために発振閾値が

大きいが、垂直配向 ZnO ナノウォールからの発振に至

ったのは今回が初めてである。 

 

Fig. 2 (a) CCD image of the vertically-aligned ZnO nanowall array 

under excitation, and (b) PL spectra of the nanowall. 
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